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〈はじめに〉フォトクロミック・ジアリールエテン(DAE) の金属蒸着選択性は、有機半導体素子

の微細な電極パターニングに応用されることが期待されている。DAE アモルファス表面では、異

性化反応による Tg 変化に従って非堆積→堆積と変化する。一方、DAE 結晶膜は有機半導体材料

として、高い移動度が期待できるが、DAE 結晶表面での金属蒸着変調特性については未解明な点

が多かった。本研究では、DAE結晶表面におけるMgの蒸着変調現象の原因解明を行った。 

〈実験と結果〉 

ガラス基板上に金属蒸着選

択性を示す Fig. 1の DAE の

真空蒸着により形成したア

モルファス膜を、60℃で 48

時間アニールすることで全

面結晶化させた。この結晶状態のサンプル、UV (λ=365 nm) 照射で得られた異なる異性化比率の

サンプルに、基板温度 18℃、35℃、50℃でMgを蒸着した (蒸着レート 1 nm/s) ところ、基板温

度 18℃では、消色結晶状態 (0 %)と完全着色状態 (95 %)にMgは堆積し、半着色状態 (51 %) の

サンプルには堆積しなかった (Fig. 2) 。しかし、基板温度を 35℃、50℃と上昇させていくと、消

色結晶表面には堆積しなくなった。この原因を調べるために、フォースカーブ (FC) 法による消

色 / 着色表面硬度の温度依存性を測定した (Fig. 3) 。その結果、着色表面は温度が上昇してもほ

とんど FC が変化しないのに対し、消色表面は温度上昇により、急激に柔らかくなっていること

が分かった。この結晶表面軟化原因を今後追究する。 

 

Fig. 2 Isomerization dependence of Mg 

deposition on DAE crystal films.   
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Fig. 1 Photoisomerization of DAE. 
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Fig. 3 Temperature dependence of surface 
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